Pojmy vodič, polovodič , izolant
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Obr. Energetické oblasti pre izolant , polovodič (vlevo) a vodič
Polovodič - ∆E ≈ 1 eV

Izolant - ∆E >> 1 eV

Ge - Germánium (valenčnosť 32)                    Si -  Kremnik (14)            
K – 2                                                                 K - 2
L – 2+6                                                             L  - 2+6

M – 2+6+10                                                      M – 2+2 

N – 2+2

Diera (p)– kladný elementárny naboj, ktorý vzniká tam, kde elektrón opustil svoju väzbu. Hustota  elektrónov (n) a dier (p) je  rovná.

Hustota  je pritom závislá na materiálu, teplote  a stavu energie E.

Podľa E.Fermiho 
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kde n0 – materiálová konštanta (atomy na cm3  Ge – 2,5x1019cm-3) 


Θ- teplota ( v stupňoch  Kelvina),


∆EB – je rozdiel energií medzi valenčným a vodivostným pasmi 


( pri 300 K ∆EB = 0,72 eV  )   

Dotovanie

Polovodič N . Napríklad, dotovanie Ge  5 valenčným Sb (Antimón),



P ( fosfor ), As ( arzén )  

Polovodič P. Napríklad, dotovanie Ge 3 valenčným In ( Indií ),




Ga ( gálium) , Al (hliník)    

Prechod P – N
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Obr. Priebeh rozdelenia priestorového náboja
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Obr. Voltampérová charakteristika diódy    

Tranzistory 

Unipolárne – existuje jeden druh prúdu 

( buď elektronový alebo dierový)

Bipolárne – existuje dva druha prudu

Field effect transistor ( FET )

    JFET ( junction FET  - s prechodovým hradlom)
FET 


      IGFET (insulated gate  FET – s izolovaným hradlom )
JFET
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Obr. Výstupná kolektorová a prevodná charakteristika JFET s kanálom N

IGFET
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IGFET (Obohacovací)
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MOSIGFET vo funkcie rezistoru
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UDS ≈ UGS . Plocha 0,01 odporu 
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Obr. Spínací stupeň (MOSFET)
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Obr. Spínací stupeň v technike CMO (complementary)
Bipolárny tranzistor
Rozlišujeme tranzistory PNP a NPN, majú tri elektródy :

E – emitor, B – báza, C- kolektor .
Podľa toho, ktorá z elektród bude spoločné použitá pre vstup a výstup, hovoríme o zapojenie so spoločným emiterom,  kolektorom alebo bázou. 
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Vodivostný pas





Vodivostný pas





Valenčný pas





Valenčný pas
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